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はじめに：窒化物半導体は幅広い波長領域に対応するバンドギャップを持ち様々な応用が期待される

材料であり、ナノ構造化によって優れた発光特性の発現が期待される。我々は、低真空度水素雰囲気

中における GaN結晶の熱分解反応を利用した簡便で低損傷な加工が期待される水素雰囲気異方性熱エ

ッチング(HEATE)法[1,2]を提案し、GaNのエッチング特性や InGaN/ GaN 単一量子井戸ナノ構造の作製

などについて報告してきた[3]。今回は、HEATE法による InGaN/GaN 多重量子井戸(MQW)ナノ構造の

作製と評価について報告する。 

実験： (0001)面 Al2O3基板上に MOCVD 法で GaN(3 m)と 5 周期の GaN(15 nm)/InGaN(3 nm)-MQW を

成長したエピウェハの表面に、厚さ 100 nmの SiO2ナノマスクを形成した。この試料を石英管状炉内で

水素圧力 10 Pa、水素流量 12.5sccm、温度 1050℃の条件で 5 分間エッチング(HEATE)を行い、走査電

子顕微鏡(SEM)による形状観察と室温 PL測定を行った。また、プロセスの低温化を検討するために温

度 900℃における GaNナノ構造の作製も試みた。 

結果：Fig.1に作製した InGaN/GaN-MQW を内在するナノ結晶の一例として、高さ約 200nm、上部幅約

30nm、周期 300 nmの a 軸ナノウォールの鳥瞰 SEM像を示す。側面は平坦で InGaN 層の分解による形

状変化は見られなかった。Fig.2 は室温 PLスペクトルの例であり、発光強度は MQW 層の体積比が同

じになるように規格化した。MQW ナノウォールは、1050℃の高温熱処理を経たにもかかわらず元ウェ

ハやHEATE処理をした 150 m角の広い SiO2マスク下の領域とほぼ同程度の PL発光強度を示し、HEA 

TE法が MQW ナノ構造の作製に有効であることを確認した。ナノウォールのピーク波長は 426 nmか

ら 423 nmに約 3 nm短波長化した。Fig.3 は 900℃の HEATE 処理で作製した GaNナノウォールの例で

あり、エッチング速度は低下したが、側面の傾斜角や形状は 1000℃以上の場合とほぼ同等であった。 

まとめ： HEATE 法によって InGaN/GaN-MQW を内在するナノ構造を作製し、室温 PL発光が得られ

ることを確認した。また、従来よりも低温の 900℃においてもナノ構造が作製できることがわかった。 
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Fig.1. Bird’s eye SEM image of 

InGaN/GaN MQW nanowall 

structure fabricated by HEATE. 

 

Fig.2. Room temperature PL spectra of 

MQW samples. The intensity was 

normalized by volume of MQW layer. 

 

 

Fig.3. Bird’s eye SEM image of GaN 

nanowall structure fabricated by 

HEATE at 900 oC. 
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